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Доклад посвящен рассмотрению вопросов, связанных с практи
ческой реализацией метода измерения электронной концентрации 
плазмы с помощью двухмодоного газового лазера. Яра определен
ных условиях такой лазер монет рассматриваться как амллитудно 
-частотный дискриминатор с линейной характеристикой, крутизна 
которой зависит от частотного интервала между взаимодействую
щими модами и превышения усиления над потерями. При проведе
нии измерений плазма вносится' в резонатор лазера и вызывае
мый ею частотный сдвиг мод приводит к резкому перераспределе
нию их интеноавностей, прямо пропорциональному внесенной оп
тической плотности. Возможность регистрации изменения только 
мощности одной моды связана с применением анизотропного резо
натора. 

Для повышения точности измерений применяется ряд специаль
ных мер. Так, секционированная конструкция лазерной трубки 
обеспечивает подавление шумов разряда. Для активной стабили
зации длины резонатора используется система обратной связи, 
аклочаэдая з себя дополнительный фотопркемник, усилитель, НЧ-
- фильтр и пьезокерамический элемент, на котором • укреплено 
зеркало резонатора.Таким способом удается снизить влияние ме
ханических вибраций,период которых больше длительности иссле
дуемого пэоцесса. 

Измерения электронной концентрации производились на уста 
новке состоящей из вакуумной камеры диаметром 60 см и длиной 
200 см и импульсного плазменного коаксиального инжектора типа 
"пушка Маршалла".Чувствительность измерений с помощью описан
ного прибора составляла величину n e L ~ 3 - I 0 * 3 с м - 2 к ограничи
валась собственными шумами имевшейся в распоряжении экспери
ментаторов газоразрядной трубки. Эксперименты показали, что 
простота и надежность лазерного прибора сочетаются с высокой 
точностью измерений, поскольку временная зависимость измене
ния концентрации плазмы регистрируется непосредственно на эк 
ране осциллографа и не требует дополнительной обработки. 
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